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高耐圧縦型GaNパワーデバイスの実現には、ドリフト層に意図せずに混入する炭素(C)の低減が

必要である。MOVPE成長では、Ga原料としてトリメチルガリウム（TMGa）もしくはトリエチル

ガリウム（TEGa）が用いられ、LED等で用いるInGaNを成長する低温成長条件(成長温度＜900℃)

では、TEGaを用いる方がGaN中のC濃度が低いと報告されている[1,2]。しかしながら、パワーデバ

イスなどで使用される成長温度1000℃付近においてTMGaとTEGaでの異なる原料でのC混入濃度

の比較した報告はない。本研究では、まず成長温度1100℃において異なる原料でGaNを成長させ

てC混入濃度の比較を行った。さらに、高分解能飛行時間型質量分析（TOF-MS）を用いてTMGa

とTEGの気相中の分解反応について詳細な解析を行った。 

Fig.1にTMGaとTEGaを使用して多層成長したGaN中のCのSIMS測定結果を示す。成長条件は同

一とし、キャリアガス:水素、温度:1100℃、圧力:100kPa、Ⅴ/Ⅲ比:10000、成長レート:0.23µm/hで

ある。SIMS測定結果よりTEGaで成長したGaN層の方がTMGaを用いた場合に比べてC濃度が2倍ほ

ど高い。この現象を解明するために、気相中における各Ga原料の分解反応を解析した。抵抗加熱

ヒーターにより加熱可能な石英管状炉を用い、Ga原料および水素の混合気体を大気圧で供給し、

異なる加熱温度において質量分析を行った[3]。実験条件は総流量が1slm、Ga原料のモル流量が

29µmol/minである。TMGa及びTEGaの分解生成物としてそれぞれCH4及びC2H4に相当するピーク

が検出された。Fig.2に各原料のCH4およびC2H4のピーク強度の温度依存性を示す。TMGaではCH4、

TEGaではC2H4が主な分解生成物であることが確認された。炭化水素分子はCドーパントとなり得

るが、C2H4はCH4に比べてC取込効率が10倍以上高いことが報告されており[4]、この違いがGa 

原料によるC濃度差の要因であることが解った。 
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Fig.1 SIMS profile of carbon in GaN layers growth by TMGa 

and TEGa. 

Fig.2 Temperature dependence of mass spectrum intensity 

of TMGa and TEGa decomposition products in H2. 
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